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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.9.2 «САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

направления подготовки 28.03.02 «Наноинженерия» 
профиль «Инженерные нанотехнологии в приборостроении» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 час.) 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является получение знаний об основных численных ме-
тодах моделирования и проектирования микро- и наноструктур. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «САПР технологических процессов» является дисциплиной 
по выбору вариативной части дисциплин ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
28.03.02 «Наноинженерия», профиль «Инженерные нанотехнологии в приборостроении». 

Дисциплина изучается в восьмом семестре. В процессе её изучения используются базо-
вые знания, полученные обучающимися при изучении дисциплины Б1.Б.3 «Математика», 
Б1.Б.4 «Физика», Б1.В.ОД.8 «Физические основы наноинженерии», Б1.В.ОД.12 «Проекти-
рование ИС на системном и алгоритмическом уровнях», Б1.В.ДВ.1.1 «Основы производства 
изделий электронной техники»/Б1.В.ДВ.1.2 «Перспективные технологические процессы 
производства ИЭТ». В свою очередь, «САПР технологических процессов», как предшеству-
ющая дисциплина, обеспечивает базовый уровень для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Неделя 
семест-

ра 

Виды учебной нагрузки 
и их трудоемкость в часах 

Лек-
ции 

Практ. 
занятия 

Лаб. 
работы 

СРС Экз. 
Всего 
часов 

1 Язык моделирования в среде моделиро-
вания TCAD 

1—3 6  — 22  28 

2 Физические и математические модели, 
лежащие в основе моделирующего паке-
та TCAD 

4—7 8  8 28  44 

3 Моделирование физических процессов 8—10 6  12 30  48 
4 Модернизация физических моделей 11, 12 4  4 16  24 
10 Подготовка к экзамену 36 36 

Итого часов: 24  24 96 36 180 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять метод математического анализа и экспериментального 
исследования (ОПК-1); 

способностью владеть современными методами моделирования и проектирования при-
боров и устройств микро- и наноэлектроники, способностью к восприятию, разработке и 
критической оценке новых способов их проектирования (ПКВ-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
основные численные методы моделирования и проектирования микро- и наноструктур 

(ПКВ-1); 
уметь: 



 112 

объяснять сущность физических явлений и процессов в полупроводниковых структу-
рах, производить анализ и делать количественные оценки параметров физических процессов; 
выполнить моделирование в пакете моделирования TCAD процессов, связанных с проекти-
рованием микро- и наносистем (ОПК-1, ПКВ-1); 

владеть: 
навыками моделирования физических явлений и процессов в элементах и устройствах 

наноинженерии, анализировать полученные результаты, составлять отчеты о параметрах и 
характеристиках моделируемых устройств (ОПК-1, ПКВ-1). 

 


